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ЭФФЕКТ МЁССБАУЭРА В ПАРАТЕЛЛУРИТЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

А. А. Корнилова, Е. В. Капитанов, Р. Н. Кузьмин, А. А. Опаленко 

(кафедра физики твердого тела) 

Исследование эффекта Мёссбауэра в монокристаллах парателлу-
рита в условиях гидростатического сжатия при Г = 3 0 0 К [1] позво-
лило установить, что величина f[ooi]/f[iio] изменяется от 1,5 при р = 0 до 
1,0 в области давления 12—15 кбар. В настоящей работе проведено 
дополнительное исследование поликристаллического образца. 

Исследование поликристалла ТеОг проводилось в камере гидро-
статического давления [2]. Методом осаждения в спирте на кальку 
был изготовлен обогащенный изотопом 125Те образец толщиной 
4 мг/см2 по 125Те. Были проведены две серии измерений с последова-
тельным повышением давления. Мёссбауэровский спектр представляет 
собой две линии лоренцевской формы равной интенсивности с квадру-
польным расщеплением 6,5 мм/с. На рис. 1 приведены результаты из 
[1] и там же нанесены экспериментальные точки наших измерений 
вероятности эффекта Мёссбауэра в поликристалле Те02 . Увеличение 
вероятности эффекта Мёссбауэра с ростом давления аппроксимирова-
лось прямой линией. Полученные результаты позволили установить, 
что кривые, отвечающие монокристаллу с ориентацией [110] и поли-
кристаллу, пересекаются в области давления 10—12 кбар. О данных 
для монокристалла с ориентацией [001] можно судить только качест-
венно, поэтому предполагаемый ход кривой показан пунктиром. Экспе-
риментальные точки для монокристаллов и поликристаллов при давле-
нии от 12 до 50 кбар могут быть аппроксимированы одной линией, со-
ответствующей фазе высокого давления. В области фазового перехода 
отмечается появление скачка вероятности эффекта Мёссбауэра. 

Для обсуждения наших данных целесообразно привести результа-
ты рентгеноструктурных исследований на монокристаллах и поликри-
сталлах а-Те02 [3] (рис. 2). 

В результате рентгенографических и нейтронографических иссле-
дований парателлурита [3—6] найдено, что в области 9 кбар происхо-
дит индуцированный давлением фазовый переход II рода, тетраго-
нальная структура переходит в ромбическую. Но по достижении кри-
тического давления 12 кбар образец разбивается на домены, связан-
ные друг с другом обменом а и b осей. Коэффициент линейной сжи-
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маемости по оси а положите-
лен, а по оси b отрицателен 
[3], вследствие чего на грани-
цах доменов возникают силь-
ные напряжения. Выше 
12 кбар предел упругости, по-
видимому, превышается и мо-
нокристалл разбивается на 
отдельные микрокристаллиты. 

Таким образом, исследо-
вание эффекта Мёссбауэра в 
монокристаллах и поликри-
сталлах парателлурита свиде-
тельствует о том, что давле-
ние, превышающее значение, 
которое соответствует точке 

фазового перехода, разрушает 
монокристалл. Асимметрия 
квадрупольных дублетов на 
спектрах монокристаллов по-
сле перехода сохраняется, чтс 
объясняется остаточной преи-
мущественной ориентацией до-
менов в образце. 

40 50 
р, кбар 

Рис. 1. Зависимость вероятности эф-
фекта Мёссбауэра в поликристаллах 
( А ) и монокристаллах ( ф — (ПО); 
О — (001)) парателлурита от гид-

ростатического давления 

30 40 
р} кйар 

Рис. 2. Рентгеноструктурное исследование мо-
нокристаллов ( • — а, с, • — в) и поли-
кристаллов ( # — а, с, А — в) парателлури-

та под давлением (по работе [3]) 
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